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摘要(译)

用于有机发光二极管显示器的阳极单元阵列单元。阳极单元阵列单元设
置在包括用于每个像素的有源元件的基板结构单元上，并且具有设置在
其上的有机发光单元。阳极电池阵列单元可包括：绝缘中间层，设置在
基板结构单元上，并且被配置为与有源元件隔离;阳极结构，设置在绝缘
中间层上，并且电连接到有源元件;阳极电池隔离器被布置穿透阳极结构
并从阳极结构向上突出，并且被配置为通过将像素彼此隔离来限定多个
单元，以及设置在阳极结构上以围绕侧壁的漏电流抑制层图案。阳极电
池隔离器，用于抑制在与阳极电池隔离器和阳极结构之间的界面相邻的
区域中发生的漏电流
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